
ナノパターン加工を施した AlN上に形成した AlGaN系 UV-B半導体レーザの特性 

Performances of AlGaN-based UV-B laser diode fabricated on periodic concavo-convex AlN patterns 
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【はじめに】AlGaN 紫外半導体レーザは医療や工業など多くの分野での実用化が期待されている．本グ

ループでは 1µm の周期的な凹凸パターン加工を施した AlN 上に AlGaN を成長させる手法により，UV-

B 半導体レーザの室温パルス発振を実現した[1]．本報告では，それらのデバイス特性を詳細に調べた． 

【実験方法】作製したデバイスの構造を Fig.1 に示す．デバイスは室温・パルス駆動(パルス幅 50ns，パ

ルス周期 500µs,duty 比 0.01%)で評価し，パワーメータを用い duty 比から光出力を測定し，I-L 特性か

ら外部微分量子効率 ηdを算出した．また ηdの逆数と注入効率 ηi，共振器長 L，内部ロス αi，ミラー端

面の反射率 R の関係式(1)を用いフィッティングから ηiと αiを見積もった． 
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【実験結果】代表的な結果として，光出力およびスペクトル測定結果を Fig. 2 に示す．光出力は 3A 付

近まで線形的に増大し約 150mW を得た．また 1/ηdの L 依存性を Fig. 3 に示す．このグラフから ηiと αi

はそれぞれ約 8 %および約 8cm-1程度と見積もられた．その一方で，関係式(1)から大きく乖離している

デバイスも多数あった．これらのデバイス特性の詳細を当日説明する． 
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Fig.1 デバイス構造    Fig.2 光出力及びスペクトル測定結果   Fig.3 注入効率算出結果 
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